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Исследование электрофизических свойств полупроводников и диэлектриков зачастую включает снятие вольт-амперных характеристик (ВАХ), позволяющих определить удельную электропроводность, её стабильность и механизмы переноса заряда. При классическом методе регистрации ВАХ используют плоские металлические электроды, нанесённые на образец, к которым прикладывается внешнее электрическое напряжение и регистрируют протекающий ток. Форма ВАХ отражает совокупность процессов переноса заряда в образце. При отсутствии доминирующего механизма проводимости на ВАХ проявляются токи различной природы, соответствующие разным типам проводимости. Для корректной интерпретации результатов необходимо разделять токи, соответствующие различным механизмам переноса заряда.
Это особенно актуально для слабоизученных материалов, таких как сегнетоэлектрики с заряженными доменными стенками (ЗДС). Интерес к ним обусловлен обнаруженными в структурах на их основе мемристивным и резистивным эффектами переключения электропроводности [1], применимыми в устройствах памяти и нейроморфных системах [2, 3]. 
ЗДС представляет собой узкий субмикронный проводящий канал, формирующийся в объеме диэлектрика. При этом площадь контактного электрода перекрывает как проводящую область, так и прилегающие участки непроводящего диэлектрика. Для описания токов в таких структурах предложена эквивалентная схема в виде последовательно соединенных диода и резистора [4]. Уравнение общего тока в структуре включает параметры элементов, соответствующие омическому типу проводимости и контактным явлениям. С использованием этого уравнения массив экспериментальных точек ВАХ возможно аппроксимировать методами нелинейной оптимизации для определения омического сопротивления [5].
В работе исследование электрофизических свойств ЗДС выполнено на основе модельного сегнетоэлектрика ниобата лития (LN). Для проведения эксперимента в образце конгруэнтного монокристалла LN кристаллографического Z-среза была сформирована ЗДС методом восстановительного отжига в бескислородной атмосфере. Отжиг проводился в трубчатой печи SAFTherm STG-60-17 при температуре 1150 °С в течение часа. Переключение поляризации здесь обусловлено наличием тока диффузии во время химического восстановления при температурах, близких к температуре Кюри. Затем на X-стороны образца методом электронно-лучевого напыления были нанесены титановые электроды толщиной 100 нм, покрывающие монодоменные области кристалла и области с ЗДС. Электрофизические измерения проводились в интервале напряжений от -200 В до 200 В при помощи зондовой станции и электрометра Keithley 6517B с использованием защитного электрода. Измерительный стенд включал в себя систему нагрева и термостабилизации образца, поддерживающей фиксированную температуру в интервале от 25 °С до 60 °С.
По результатам работы получен массив экспериментальных точек ВАХ областей образца LN с ЗДС и без нее для разных температур с шагом 5 градусов. Каждая из характеристик снята при стабильной температуре, путем подачи ступенчатого сигнала с шагом 10 В и выдержкой в одной точке 100 с.
С применением эквивалентной RD-схемы получены кривые аппроксимаций для каждой ВАХ и вычислены параметры RD-схемы: сопротивления, обратные токи насыщения и факторы неидеальности диода, и их температурные зависимости, которые позволяют разделить механизмы проводимости, присущие самой ЗДС, от таковых для монодоменной области вокруг неё. Так, из температурных зависимостей сопротивлений вычислены значения энергии активации проводимости, составившие 0,49 эВ для монодоменной области и два значения 0,13 и 0,2 эВ в зависимости от полярности для области ЗДС.
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